5.2.1. Dwukrotne bramki [I-NIE

UCY75450N

Monolityczne uktady scalone UCAB6S4SON lub
UCY75450N zawierajg dwie bramki I-NIE i dwa
niezalezne tranzystory n-p-n. Bramki I-NIE maja
jedno wejscie wspélne dla obu bramek i po jednym
niezaleznym wejsciu dla kazdej bramki. Sg to bramki
o parametrach odpowiadajgcych bramkom serii
standardowej UCAG64 .../UCY74 ...

W konwencji logiki dodatniej bramki te realizujg
funkcje negacji iloczynu Y = AG, natomiast bramki
potaczone z tranzystorami realizuja funkcje iloczynu
Y = AG. Dwa niezalezne tranzystory o napieciu
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i dwa tranzystory typu n-p-n

UCAG65450N,

kolektor-emiter UG = 30 V i pradzie kolektora Ic =
—300 mA umozliwiajg zastosowanie tych uktadéw
do sterowania urzadzen peryferyjnych (peripherialdri-
vers). Uktady 65/75450 moga by¢ bezposrednio sto-
sowane do sterowania obcigzen wymagajacych pradu
kolektora o wartosci do kilkuset miliamperéw i na-
pie¢ zasilania do 30 V. Wyprowadzenie potgczone
z podtozem (8) powinno by¢ zawsze dotaczone do
najnizszego potencjatu wystepujacego w uktadzie.
Uktady UCAB65450N i UCY75450N sg wytwarzane
w obudowach A49B(CE70).



Wartosci dopuszczalne parametrow

Parametry Wartos¢ .
. Jednostki
Nazwa Symbol min max
Napiecie zasilanial’ Ucc 7 \Y
Napiecie wejsciowe U, 55 \Y
Ujemny prad wejsciowy -1, 12 mA
Napigcie UQ — podioze Ucc-suB 35 \
Napiecie kolektor — podtoze Uc-SUB 35 \
Napiecie kolektor — baza Ucs 35 \
Napiecie kolektor — emiter2’ Uct 30 \Y
Napiecie emiter — baza uBB 5 \Y
Napiecie miedzyemiterowe3’ UE-E 55 \Y
Prad kolektora4’ Ic 300 mA
Catkowita moc strat f*for 800 mw
Zakres temperaturowy przechowywania u" -55 125 °C
Warto$¢ napiecia zasilania na wyprowadzeniu Ucc w stosunku do wyprowadzenia masy.
Warto$¢ okre$lona przy rezystancji emiter — baza nie wiekszej niz 500 O (Rbe < 500 Q).
Warto$¢ napiecia miedzy dwoma emiterami tranzystora wieloemiterowego.
Warto$¢ dopuszczalna przy przewodzeniu obu tranzystoréw jednoczesnie.
Zalecane warunki pracy bramek
Parametr Warto$¢
y . Jednostki
Nazwa Symbol min  nom max
Napiecie zasilania Ucc 475 5,0 5,25 \Y
.. » . ., . niskim ni 10
Obcigzalnos¢  kazdego wyjscia
W stanie: wysokim N h 20
s.0.l.
. . 1A, 2A 1
Obcigzenie wnoszone przez wej-
$cia: G 2
UCAB65450N -40 85
Zakres temperatury otoczenia tamb °C
UCY75450N 0 70
Parametry statyczne bramek
(Jezeli nie podano inaczej —w petnym zakresie temperatury otoczenia)
Parametry Wartosé % Uklad
Sym- . . e Warunki pomiaru pomia-
Nazwa gol min typ” max E rowy
Napiecie wejsciowe w stanie UL 08 V
niskim
Napiecie wejsciowe w stanie u,,, 2" \%
wysokim
Ujemne napiecie wejsciowe -u, 15 V Ucc = 475 V, |, = —12mA
t.m,= 25°C



Parametiy

Nazwa

Prad wejsciowy w 1A, 2A
stanie niskim dla
wejsc: G

1A, 2A
Prad wejsciowy w
stanie wysokim dla
wejs¢

Napiecie wyjsciowe w stanie
niskim

Prad wyjsciowy w stanie nis-
kim

Napiecie wyjsciowe w stanie
wysokim

Prad wyjsciowy w stanie wy-
sokim

Zwarciowy prad wyjsciowy?2

niskim na
sciu
Prad zasila- W
nia w stanie wysokim na
wyjsciu

Wartosci typowe podane sg przy Ucc = 5 V, tamb = 25°C
Jednocze$nie moze by¢ zwarte nie wiecej niz jedno wyijscie

Parametry statyczne tranzystorow

Wartos$¢
Sb%rln min typ" max
-1,6
/IL
-3,2
40
1
hu
80
2
UoL 02 04
loL 16
VoH 24 34
loH -0,8
los -18 -55
lcCL 6 Jl
IcCH 2 4

Jednostki

3
>

(iA
mA
pA

mA

mA

mA

mA

mA

(Jezeli nie podano inaczej — w petnym zakresie temperatury otoczenia)

Parametry
Nazwa

Napiecie przebicia kolektor -
baza

Napiecie przebicia kolektor —
emiter

Napiecie przebicia emiter —
baza

Statyczna warto$¢ wspotczyn-
nika wzmocnienia pragdowego
w ukfadzie wspoélnego emitera

Symbol

U(BR-)CBO
U{BR}CER

U(BR)EBO

Wartos¢

min

35

30

25
30
20
25

max

Vo lc- 100 (XA

Rbe = 500 n
= A
\Y e
o
Ic = 100 mA .
Ic = 300 mA tmb
Ic = 100 mA Ue.
Ic = 300 mA umt

Uktad
Warunki pomiaru pomia-
rowy
Ucc = 525 V c
u=04V
Ucc = 525 V, U, = 24 V
Ucc = 525V, U, =55V
D
Ucc = 525V, U, =24V
Ucc - 525V, U, =55V
lol - 16 mA
Ucc = 4,75V A
Uot = 04v Y =2V
loH —
= -0,8 mA
Ucc = 475V B
Uoh = 24y Y =08V
Ucc=52V U =0V E
U =5V
Ucc =525V F
u =0V
Jedno- : :
stki Warunki pomiaru
V. lc- 100 (zA h =0



Parametr Wartosé - . .
y Jedno Warunki pomiaru

Nazwa Symbol min max stki
L . i Ic = 100 mA, IB= 10 mA
Napiecie nasycenia baza —
emiter U v
1,2 Ic = 300 mA, IB= 30 mA
. . 0,4 Ic = 100 mA, IB= 10 mA
Napiecie nasycenia UcE." Vv
kolektor-emiter " 0,7 lc —300 mA, Ib= 30 mA

Parametr mierzony impulsowo przy czasie trawienia impulsu tw — 300 jzs i wypetnieniu nie wiekszym niz 2%.

Parametry dynamiczne bramek przy Ucc = 5 V, t.mi = 25C

Parametry Wartos¢ o Uktad
S Warunki pomiaru pomia-
Nazwa Symbol typ max 33 rowy
Czas propagacji sygnatu do hHL 8 15 ¥
stanu niskiego na wyjsciu -
ns *; - H
Czas propagacji sygnatu do tpLH 12 22 =
stanu wysokiego na wyjsciu
Parametry dynamiczne tranzystorow przy t.nmb= 25 C
Parametry Wartosé o Uktad
S Warunki pomiaru  pomia-
m Nazwa Symbol typ max S& rowy
Czas opoéznienia 8 15
P u Ic = 200 mA
. IB, = 20 mA
Czas narastania tr 12 20 s 1B = 25 mA /
L CHf<dll) = —1 V
Czas przeciggania 1 7 15 CL= 15 pF
] R1=50n
Czas opadania 6 15
Parametry dynamiczne bramek potgczonych z tranzystorami
Parametry Wartos$é o Uktad
S:g  Warunki pomiaru  pomia-
Nazwa Symbol typ max % rowy
Czas propagacji sygnatu do tFH 20 30
stanu niskiego na wyjsciu
Czas propagacji sygnatu do tpLH 20 30
stanu wysokiego na wyjsciu ¥ A o
ns a=un K
Czas trwania zbocza narasta- ltlh 7 12 o= o <
jacego
Czas trwania zbocza opadaja- lthi 9 15

cego



Uktady pomiarowe
Pomiary parametréw statycznych

Uktad pomiarowy A. Pomiar Un]

Ucc=5,25V

~ \ _ OWyjscie
3 “otwarte

| Podtoze
Uil=04v

Kazde wejsécie jest badane oddzielnie
Uktad pomiarowy C. Pomiary IjL

Kazde bramka jest badana oddzielnie

Uktad pomiarowy E. Pomiary !0S

Badani* wykonuja si¢ dla kazdego
wejscia oddzielni#

Uktad pomiarowy B. Pomiary U-H

UCC=5,25V

— Wyijscie
otwarte
Ui Podtoee

J Masa

Uktad pomiarowy D. Pomiary Ij~

Pomiary pradu zasilania wykonuje sie dla
obu bramek jednoczesnie.

Pomiar 1”7~ wykonuje sig przy Uj m 5 V.

Pomiar wykonuje sie przy Uj m 0 V.

Uktad pomiarowy F. Pomiary le_”, ~CCH

Kazde wejscie jest badane oddzielnie

Uktad pomiarowy G. Pomiary -Uj



Pomiary parametréw dynamicznych

2,4V UO=5V

Wejscie

Generator A BodtozeT"H asa

impulséw [ L Pod,0ZeL

Kazda bramka jest badana oddzielnie.

generatora Impulséw 1 Q - 508

pojemno$ci sondy pomiarowej

Ukdad pomiarowy H. Pomiary parametréw dynamicznych bramek

Wejscie

Generator
impulséw

Kazdy tranzystor jest badany oddzielnie
czestotliwo$¢ powtarzania impulséw wejsciowych f m 30 kHz,
Impedancja wyj$ciowa generatora Zq m 50 3L ,

wartosé uwzglednia pojemno$¢ sondy pomiarowej

1 pojemno$ci montazowe.

Ukdad pomiarowy 1. Pomiary parametréw dynamicznych

tranzystorow

2.4V

Generator  ¢| podtozeT Maso
[|Z 0=50f2 L

Ukdad pomiarowy K. Pomiary parametréw dynamicznych bramek

1 tranzystoréw

Ujscie n Rs400£}

Impedancja wyj$ciowa
. Warto$¢ CL uwzglednia

1 pojemno$ci montazowe.

Przebieg
wejsciowy

Przebieg
wyjsciowy

trsions t, =10ns
. - R k-
T i
i\ A 3
- t —A-f—90%
-+/ \ \%
tw=500ns jfr-10%

Przebiegi czasowe okreslajace pomiary parametréw dynamicznych bramek
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---------- i t«=300ns g A
_J__pk. -
Przebieg T-90% 90% -j-/"™~
wyjsciowy
!
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Przebiegi czasowe okre$lajace pomiary parametréw dynamicznych
tranzystoréw
5ns 10ns
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wejsciowy Vij U 5y
rt—————- ZA v
tw=500ns
Przebieg TJ-90% U -90% U
wyjsciowy 1\-50% — - 50%
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Przebiegi czasowe okre$lajece pomiary parametréw dynamicznych

bramek 1 tranzystoréw



